
Temas Selectos: Fundamentos de Inteligencia Artificial 
aplicado al modelado de transistores. 

División: Ingeniería Eléctrica. 

Departamento: Ingeniería Electrónica. 

Objetivo: 

 El alumno analizará, diseñará y programará algoritmos de inteligencia artificial 
aplicado al modelado de transistores. 

Modalidad: Curso teórico. 

Temario: 

1. Introducción. 
2. Probabilidad. 
3. Redes Neuronales. 
4. Método del gradiente. 
5. Modelado de transistores FET. 

Unidad 1. Introducción. 

1.1 Impacto de la inteligencia artificial en la electrónica. 
1.2 Aplicación de la inteligencia artificial en el modelado de transistores. 

Unidad 2. Probabilidad. 

2.1 Reglas de probabilidad. 
2.2 Densidad probabilística. 
2.3 Distribución gaussiana. 
2.4 Probabilidad Bayesiana. 

Unidad 3. Redes neuronales. 

3.1 Método de aprendizaje supervisado. 
3.2 Método de aprendizaje no supervisado. 
3.3 Máquinas de vectores soporte. 

Unidad 4. Método del gradiente. 

4.1 Error de superficie. 
4.2 Optimización del gradiente descendiente. 
4.3 Convergencia. 



 

Unidad 5. Modelado de transistores FET. 

5.1 Extracción de parámetros no lineales de corriente directa con RNA. 
5.2 Calculo de derivadas para modelos de señal pequeña y señal grande. 
5.3. Extracción de capacitores no lineales con RNA. 
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